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vPolyTanTM模塑外壳高性能聚合物表面贴装片式电容器

性能/电气特性

工作温度: -55 °C～+105 °C
电容范围: 3.3 μF～1000 μF
电容公差: ± 20 %
额定电压: 2.5 VDC～63 VDC

特点

• 超低 ESR
• 8种模塑外壳

• 端接:
• 外壳 J, P: 100 %纯

锡
• 外壳 A: 100 %纯锡或镍/钯/金
• 外壳 T, B, Z, V, D:镍/钯/金
• 兼容“量产”自动拾放机

• 潮湿敏感等级 3
• 材料分类：有关合规性的定义，请参阅

www.vishay.com/doc?99912

应用

 去耦、平滑、滤波

 无线卡大容量储能

 基础设施设备

 存储与网络

 计算机主板

 智能手机和平板电脑

订购信息

尺寸单位英寸[毫米]

http://www.vishay.com/doc?99912
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尺寸 单位英寸[毫米]

外形编码 EIA尺寸 L W H l a

J 1608-09 0.063 ± 0.004
[1.6 ± 0.1]

0.031 ± 0.004
[0.8 ± 0.1]

0.031 ± 0.004
[0.8 ± 0.1]

0.012 ± 0.006
[0.3 ± 0.15]

0.024 ± 0.004
[0.6 ± 0.1]

P 2012-12 0.080 ± 0.008
[2.0 ± 0.2]

0.049 ± 0.008
[1.25 ± 0.2]

0.047 max.
[1.2 max.]

0.020 ± 0.008
[0.5 ± 0.2]

0.035 ± 0.004
[0.9 ± 0.1]

A 3216-18 0.126 ± 0.008
[3.2 ± 0.2]

0.063 ± 0.008
[1.6 ± 0.2]

0.063 ± 0.008
[1.6 ± 0.2]

0.028 ± 0.012
[0.7 ± 0.3]

0.047 ± 0.008
[1.2 ± 0.2]

T 3528-12 0.138 ± 0.008
[3.5 ± 0.2]

0.110 ± 0.008
[2.8 ± 0.2]

0.047 max.
[1.2 max.]

0.030 ± 0.012
[0.8 ± 0.3]

0.087 ± 0.008
[2.2 ± 0.2]

B 3528-21 0.138 ± 0.008
[3.5 ± 0.2]

0.110 ± 0.008
[2.8 ± 0.2]

0.075 ± 0.008
[1.9 ± 0.2]

0.030 ± 0.012
[0.8 ± 0.3]

0.087 ± 0.008
[2.2 ± 0.2]

Z 7343-19 0.287 ± 0.008
[7.3 ± 0.2]

0.169 ± 0.012
[4.3 ± 0.3]

0.071 ± 0.004
[1.8 ± 0.1]

0.051 ± 0.012
[1.3 ± 0.3]

0.094 ± 0.008
[2.4 ± 0.2]

V 7343-20 0.287 ± 0.008
[7.3 ± 0.2]

0.169 ± 0.012
[4.3 ± 0.3]

0.075 ± 0.004
[1.9 ± 0.1]

0.051 ± 0.012
[1.3 ± 0.3]

0.094 ± 0.008
[2.4 ± 0.2]

D 7343-31 0.287 ± 0.008
[7.3 ± 0.2]

0.169 ± 0.012
[4.3 ± 0.3]

0.110 ± 0.012
[2.8 ± 0.3]

0.051 ± 0.012
[1.3 ± 0.3]

0.094 ± 0.008
[2.4 ± 0.2]

额定电容与外形编码
μF 2.5 V 4.0 V 6.3 V 7.0 V 10 V 12.5 V 16 V 20 V 25 V 35 V 50 V 63 V
3.3 J / P J / P
4.7 J / P / A P / A D
6.8 P / A A B B B
10 J / P / A P / A A B B B D
15 P / A A A T B B B V
22 A A / B A / T / B A / T / B B Z / V / D
33 A A / B A / T / B A / T / B V Z / V / D D
47 A A / T / B A / T / B B Z / V / D Z / V
68 A / B A / T / B T / B V

100 A / T / B A / T / B A / T / B /
Z / V / D A Z / V / D Z / V / D D D

150 B B / Z / V B / Z / V Z (1) / V / D D
220 B / V B / Z / V / D B / Z / V / D Z (1) / V / D
330 B / Z / V / D Z / V / D Z (1) / V / D D
470 B / Z / V / D Z / D Z (1) / V / D
680 D D
1000 D

注
(1) 开发中的额定值，请与工厂联系供货情况

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
http://www.vishay.com/doc?91000
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标识

电压代码 电容代码
V 代码 电容, μF 代码
2.5 e 3.3 N6
4 G 4.7 S6

6.3 (7) J 6.8 W6
10 A 10 A7
12.5 B 15 E7
16 C 22 J7
20 D 33 N7
25 E 47 S7
35 V 68 W7
50 H 100 A8
63 J 150 E8

220 J8
330 N8
470 S8
680 W8

额定电压 电容 标识
4 10 AG
4 15 EG
6.3 3.3 NJ
6.3 4.7 SJ
6.3 6.8 WJ
6.3 10 AJ
10 3.3 NA
10 4.7 SA

日期代码

年
月

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2013 A B C D E F G H J K L M
2014 N P Q R S T U V W X Y Z
2015 a b c d e f g h j k l m
2016 n p q r s t u v w x y z
2017 A B C D E F G H J K L M
2018 N P Q R S T U V W X Y Z
2019 a b c d e f g h j k l m
2020 n p q r s t u v w x y z

注

• 标识代码按字母顺序每四年重复一次 (不包括字母 I、i、O和 o)

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
http://www.vishay.com/doc?91000
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大 DCL 25
°C
(μA)

最大 DF 25
°C

120 Hz
(%)

最大 ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ)

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温

负荷，时间
(h)

2.5 VDCＡＴ+105 °C
22 A T55A226M2R5C0200 5.5 10 200 0.75 1000
22 A T55A226M2R5C0180 5.5 10 180 0.79 1000
33 A T55A336M2R5C0200 8.2 10 200 0.75 1000
33 A T55A336M2R5C0180 8.2 10 180 0.79 1000
47 A T55A476M2R5C0200 11.7 10 200 0.75 1000
47 A T55A476M2R5C0180 11.7 10 180 0.79 1000
68 A T55A686M2R5C0250 17.0 10 250 0.67 1000
68 A T55A686M2R5C0200 17.0 10 200 0.75 1000
68 B T55B686M2R5C0070 17.0 8 70 1.36 1000
100 A T55A107M2R5C0200 25.0 10 200 0.75 1000
100 A T55A107M2R5C0100 25.0 10 100 1.07 1000
100 T T55T107M2R5C0070 25.0 10 70 1.22 1000
100 B T55B107M2R5C0070 25.0 8 70 1.36 1000
100 B T55B107M2R5C0055 25.0 8 55 1.53 1000
150 B T55B157M2R5C0070 37.5 8 70 1.36 1000
150 B T55B157M2R5C0055 37.5 8 55 1.53 1000
220 B T55B227M2R5C0070 55.0 8 70 1.36 1000
220 B T55B227M2R5C0055 55.0 8 55 1.53 1000
220 B T55B227M2R5C0045 55.0 8 45 1.69 1000
220 B T55B227M2R5C0035 55.0 8 35 1.93 1000
220 B T55B227M2R5C0030 55.0 8 30 2.08 1000
220 B T55B227M2R5C0025 55.0 8 25 2.28 1000
220 V T55V227M2R5C0025 55.0 10 25 2.73 1000
220 V T55V227M2R5C0018 55.0 10 18 3.22 1000
220 V T55V227M2R5C0015 55.0 10 15 3.53 1000
330 B T55B337M2R5C0070 82.5 8 70 1.36 1000
330 B T55B337M2R5C0045 82.5 8 45 1.70 1000
330 B T55B337M2R5C0035 82.5 8 35 1.93 1000
330 B T55B337M2R5C0025 82.5 8 25 2.28 1000
330 Z T55Z337M2R5C0025 82.5 10 25 2.73 1000
330 Z T55Z337M2R5C0018 82.5 10 18 3.22 1000
330 V T55V337M2R5C0040 82.5 10 40 2.16 1000
330 V T55V337M2R5C0025 82.5 10 25 2.73 1000
330 V T55V337M2R5C0018 82.5 10 18 3.22 1000
330 V T55V337M2R5C0015 82.5 10 15 3.53 1000
330 D T55D337M2R5C0008 82.5 10 8 5.30 1000
330 D T55D337M2R5C0007 82.5 10 7 5.66 1000
470 B T55B477M2R5C0025 117.5 8 25 2.28 1000
470 Z T55Z477M2R5C0025 117.5 10 25 2.73 1000
470 V T55V477M2R5C0012 117.5 10 12 3.94 1000
470 D T55D477M2R5C0050 117.5 10 50 2.12 1000
470 D T55D477M2R5C0040 117.5 10 40 2.37 1000
470 D T55D477M2R5C0025 117.5 10 25 3.00 1000
470 D T55D477M2R5C0015 117.5 10 15 3.87 1000
470 D T55D477M2R5C0012 117.5 10 12 4.33 1000
470 D T55D477M2R5C0008 117.5 10 8 5.30 1000
470 D T55D477M2R5C0007 117.5 10 7 5.66 1000
680 D T55D687M2R5C0008 170.0 10 8 5.30 1000
680 D T55D687M2R5C0007 170.0 10 7 5.66 1000
1000 D T55D108M2R5C0008 250.0 10 8 5.30 1000
1000 D T55D108M2R5C0007 250.0 10 7 5.67 1000
1000 D (1) T55D108M2R5C0006 250.0 10 6 6.12 1000

注

• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳 A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳 T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
(1) 开发中的额定值，请与工厂联系供货情况

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
http://www.vishay.com/doc?91000
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大 DCL 25
°C
(μA)

最大 DF 25
°C

120 Hz
(%)

最大 ESR + 25
°C

100 kHz
(mΩ)

最大纹波 45 °C
100 kHz IRMS

(A)

高温

负荷，时间
(h)

4VDCＡＴ+105 °C
10 J T55J106M004C0500 10.0 10 500 0.32 1000
10 P T55P106M004C0500 5.0 10 500 0.36 1000
10 P T55P106M004C0300 5.0 10 300 0.46 1000
10 P T55P106M004C0200 5.0 10 200 0.56 1000
10 A T55A106M004C0500 4.0 10 500 0.48 1000
10 A T55A106M004C0200 4.0 10 200 0.76 1000
15 P T55P156M004C0500 10.0 10 500 0.36 1000
15 P T55P156M004C0200 10.0 10 200 0.56 1000
15 A T55A156M004C0500 6.0 10 500 0.48 1000
15 A T55A156M004C0300 6.0 10 300 0.61 1000
15 A T55A156M004C0200 6.0 10 200 0.76 1000
22 A T55A226M004C0500 8.8 10 500 0.48 1000
22 A T55A226M004C0300 8.8 10 300 0.61 1000
22 A T55A226M004C0200 8.8 10 200 0.76 1000
22 B T55B226M004C0150 8.8 8 150 0.93 1000
22 B T55B226M004C0200 8.8 8 200 0.81 1000
33 A T55A336M004C0500 13.2 10 500 0.48 1000
33 A T55A336M004C0300 13.2 10 300 0.61 1000
33 A T55A336M004C0200 13.2 10 200 0.76 1000
33 B T55B336M004C0200 13.2 8 200 0.81 1000
47 A T55A476M004C0500 18.8 10 500 0.48 1000
47 A T55A476M004C0200 18.8 10 200 0.76 1000
47 A T55A476M004C0180 18.8 10 180 0.79 1000
47 T T55T476M004C0200 18.8 10 200 0.72 1000
47 T T55T476M004C0080 18.8 10 80 1.15 1000
47 T T55T476M004C0070 18.8 10 70 1.22 1000
47 B T55B476M004C0150 18.8 8 150 0.93 1000
47 B T55B476M004C0070 18.8 8 70 1.36 1000
68 A T55A686M004C0500 27.2 10 500 0.48 1000
68 A T55A686M004C0250 27.2 10 250 0.67 1000
68 A T55A686M004C0200 27.2 10 200 0.76 1000
68 T T55T686M004C0200 27.2 10 200 0.72 1000
68 T T55T686M004C0180 27.2 10 180 0.76 1000
68 T T55T686M004C0080 27.2 10 80 1.15 1000
68 T T55T686M004C0070 27.2 10 70 1.22 1000
68 B T55B686M004C0150 27.2 8 150 0.93 1000
68 B T55B686M004C0070 27.2 8 70 1.36 1000
100 A T55A107M004C0200 40.0 10 200 0.75 1000
100 A T55A107M004C0100 40.0 10 100 1.07 1000
100 T T55T107M004C0150 40.0 10 150 0.84 1000
100 T T55T107M004C0070 40.0 10 70 1.22 1000
100 B T55B107M004C0070 40.0 8 70 1.36 1000
100 B T55B107M004C0055 40.0 8 55 1.53 1000
100 B T55B107M004C0045 40.0 8 45 1.70 1000
100 B T55B107M004C0040 40.0 8 40 1.80 1000
100 B T55B107M004C0035 40.0 8 35 1.92 1000
150 B T55B157M004C0070 60.0 8 70 1.36 1000
150 B T55B157M004C0055 60.0 8 55 1.53 1000
150 B T55B157M004C0045 60.0 8 45 1.69 1000
150 B T55B157M004C0040 60.0 8 40 1.80 1000
150 B T55B157M004C0035 60.0 8 35 1.93 1000
150 Z T55Z157M004C0025 60.0 10 25 2.73 1000
150 V T55V157M004C0045 60.0 10 45 2.03 1000
150 V T55V157M004C0025 60.0 10 25 2.73 1000
150 V T55V157M004C0015 60.0 10 15 3.53 1000
注

• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳 A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳 T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
(1) 开发中的额定值，请与工厂联系供货情况

http://www.vishay.com/
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大DCL
25 °C
(μA)

最大DF 25
°C

120 Hz
(%)

最大ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ)

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温
负荷，时间

(h)

4 VDCＡＴ +105 °C
220 B T55B227M004C0070 88.0 8 70 1.36 1000
220 B T55B227M004C0060 88.0 8 60 1.47 1000
220 B T55B227M004C0055 88.0 8 55 1.53 1000
220 B T55B227M004C0045 88.0 8 45 1.70 1000
220 B T55B227M004C0035 88.0 8 35 1.93 1000
220 Z T55Z227M004C0025 88.0 10 25 2.73 1000
220 Z T55Z227M004C0018 88.0 10 18 3.22 1000
220 V T55V227M004C0055 88.0 10 55 1.84 1000
220 V T55V227M004C0045 88.0 10 45 2.03 1000
220 V T55V227M004C0040 88.0 10 40 2.16 1000
220 V T55V227M004C0035 88.0 10 35 2.31 1000
220 V T55V227M004C0025 88.0 10 25 2.73 1000
220 V T55V227M004C0018 88.0 10 18 3.22 1000
220 V T55V227M004C0015 88.0 10 15 3.53 1000
220 D T55D227M004C0055 88.0 10 55 2.02 1000
220 D T55D227M004C0040 88.0 10 40 2.37 1000
220 D T55D227M004C0025 88.0 10 25 3.00 1000
330 Z T55Z337M004C0025 132.0 10 25 2.73 1000
330 Z T55Z337M004C0018 132.0 10 18 3.22 1000
330 V T55V337M004C0050 132.0 10 50 1.93 1000
330 V T55V337M004C0045 132.0 10 45 2.03 1000
330 V T55V337M004C0040 132.0 10 40 2.16 1000
330 V T55V337M004C0025 132.0 10 25 2.73 1000
330 V T55V337M004C0018 132.0 10 18 3.22 1000
330 V T55V337M004C0015 132.0 10 15 3.53 1000
330 D T55D337M004C0050 132.0 10 50 2.12 1000
330 D T55D337M004C0040 132.0 10 40 2.37 1000
330 D T55D337M004C0025 132.0 10 25 3.00 1000
330 D T55D337M004C0015 132.0 10 15 3.87 1000
330 D T55D337M004C0008 132.0 10 8 5.30 1000
330 D T55D337M004C0007 132.0 10 7 5.66 1000
470 Z T55Z477M004C0025 188.0 10 25 2.74 1000
470 Z T55Z477M004C0018 188.0 10 18 3.22 1000
470 D T55D477M004C0055 188.0 10 55 2.02 1000
470 D T55D477M004C0050 188.0 10 50 2.12 1000
470 D T55D477M004C0040 188.0 10 40 2.37 1000
470 D T55D477M004C0025 188.0 10 25 3.00 1000
470 D T55D477M004C0018 188.0 10 18 3.53 1000
470 D T55D477M004C0015 188.0 10 15 3.87 1000
470 D T55D477M004C0012 188.0 10 12 4.33 1000
470 D T55D477M004C0008 188.0 10 8 5.30 1000
470 D T55D477M004C0007 188.0 10 7 5.66 1000
680 D T55D687M004C0025 272.0 10 25 3.00 1000
680 D T55D687M004C0018 272.0 10 18 3.53 1000
680 D T55D687M004C0015 272.0 10 15 3.87 1000
680 D T55D687M004C0008 272.0 10 8 5.30 1000
680 D T55D687M004C0007 272.0 10 7 5.66 1000
680 D(1) T55D687M004C0006 272.0 10 6 6.12 1000

6.3 VDCAT+105 °C
3.3 J T55J335M6R3C0500 10.0 10 500 0.32 1000
3.3 P T55P335M6R3C0500 5.0 10 500 0.36 1000
4.7 J T55J475M6R3C0500 10.0 10 500 0.32 1000
4.7 P T55P475M6R3C0500 5.0 10 500 0.36 1000
4.7 A T55A475M6R3C0500 3.0 10 500 0.48 1000
6.8 P T55P685M6R3C0500 5.0 10 500 0.36 1000
6.8 A T55A685M6R3C0500 4.2 10 500 0.48 1000

注
• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
(1)开发中的额定值，请与工厂联系供货情况
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大DCL
25 °C
(μA)

最大DF 25
°C

120 Hz
(%)

最大ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ)

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温
负荷，时间

(h)

6.3 VDCAT+105 °C
10 P T55P106M6R3C0500 10.0 10 500 0.36 1000
10 P T55P106M6R3C0200 10.0 10 200 0.56 1000
10 A T55A106M6R3C0500 6.3 10 500 0.48 1000
10 A T55A106M6R3C0300 6.3 10 300 0.61 1000
10 A T55A106M6R3C0200 6.3 10 200 0.76 1000
15 A T55A156M6R3C0500 9.4 10 500 0.48 1000
15 A T55A156M6R3C0300 9.4 10 300 0.61 1000
15 A T55A156M6R3C0200 9.4 10 200 0.76 1000
22 A T55A226M6R3C0500 13.8 10 500 0.48 1000
22 A T55A226M6R3C0300 13.8 10 300 0.61 1000
22 A T55A226M6R3C0200 13.8 10 200 0.76 1000
22 T T55T226M6R3C0150 13.8 10 150 0.84 1000
22 T T55T226M6R3C0070 13.8 10 70 1.22 1000
22 B T55B226M6R3C0150 13.8 8 150 0.93 1000
33 A T55A336M6R3C0500 20.7 10 500 0.48 1000
33 A T55A336M6R3C0200 20.7 10 200 0.76 1000
33 A T55A336M6R3C0180 20.7 10 180 0.79 1000
33 T T55T336M6R3C0200 20.7 10 200 0.72 1000
33 T T55T336M6R3C0150 20.7 10 150 0.84 1000
33 T T55T336M6R3C0070 20.7 10 70 1.22 1000
33 B T55B336M6R3C0200 20.7 8 200 0.81 1000
33 B T55B336M6R3C0150 20.7 8 150 0.93 1000
33 B T55B336M6R3C0080 20.7 8 80 1.27 1000
33 B T55B336M6R3C0070 20.7 8 70 1.36 1000
33 B T55B336M6R3C0040 20.7 8 40 1.80 1000
47 A T55A476M6R3C0500 29.6 10 500 0.48 1000
47 A T55A476M6R3C0200 29.6 10 200 0.76 1000
47 A T55A476M6R3C0180 29.6 10 180 0.79 1000
47 A T55A476M6R3C0150 29.6 10 150 0.88 1000
47 A T55A476M6R3C0100 29.6 10 100 1.07 1000
47 A T55A476M6R3C0070 29.6 10 70 1.28 1000
47 T T55T476M6R3C0200 29.6 10 200 0.72 1000
47 T T55T476M6R3C0120 29.6 10 120 0.93 1000
47 T T55T476M6R3C0080 29.6 10 80 1.15 1000
47 T T55T476M6R3C0070 29.6 10 70 1.22 1000
47 B T55B476M6R3C0150 29.6 8 150 0.93 1000
47 B T55B476M6R3C0070 29.6 8 70 1.36 1000
47 B T55B476M6R3C0060 29.6 8 60 1.47 1000
47 B T55B476M6R3C0040 29.6 8 40 1.80 1000
68 T T55T686M6R3C0200 42.8 10 200 0.72 1000
68 T T55T686M6R3C0150 42.8 10 150 0.83 1000
68 T T55T686M6R3C0070 42.8 10 70 1.22 1000
68 B T55B686M6R3C0150 42.8 8 150 0.93 1000
68 B T55B686M6R3C0070 42.8 8 70 1.36 1000
100 A T55A107M6R3C0200 63.0 10 200 0.76 1000
100 A T55A107M6R3C0150 63.0 10 150 0.88 1000
100 A T55A107M6R3C0100 63.0 10 100 1.07 1000
100 A T55A107M6R3C0070 63.0 10 70 1.28 1000
100 A T55A107M6R3C0045 63.0 10 45 1.59 1000
100 T T55T107M6R3C0200 63.0 10 200 0.72 1000
100 T T55T107M6R3C0070 63.0 10 70 1.22 1000

注
• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
⑴开发中的额定值，请与工厂联系供货情况
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http://www.vishay.com/doc?91000
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大DCL
25 °C
(μA)

最大DF 25
°C

120 Hz
(%)

最大ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ)

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温
负荷，时间

(h)

6.3 VDCAT+105 °C
100 B T55B107M6R3C0100 63.0 8 100 1.14 1000
100 B T55B107M6R3C0070 63.0 8 70 1.36 1000
100 B T55B107M6R3C0055 63.0 8 55 1.53 1000
100 B T55B107M6R3C0045 63.0 8 45 1.70 1000
100 B T55B107M6R3C0040 63.0 8 40 1.80 1000
100 B T55B107M6R3C0035 63.0 8 35 1.93 1000
100 Z T55Z107M6R3C0045 63.0 10 45 2.03 1000
100 V T55V107M6R3C0045 63.0 10 45 2.03 1000
100 D T55D107M6R3C0015 63.0 10 15 3.87 1000
150 B T55B157M6R3C0100 94.5 8 100 1.14 1000
150 B T55B157M6R3C0070 94.5 8 70 1.36 1000
150 B T55B157M6R3C0055 94.5 8 55 1.53 1000
150 B T55B157M6R3C0045 94.5 8 45 1.70 1000
150 B T55B157M6R3C0040 94.5 8 40 1.80 1000
150 B T55B157M6R3C0035 94.5 8 35 1.93 1000
150 B T55B157M6R3C0025 94.5 8 25 2.28 1000
150 Z T55Z157M6R3C0035 94.5 10 35 2.31 1000
150 Z T55Z157M6R3C0025 94.5 10 25 2.73 1000
150 Z T55Z157M6R3C0018 94.5 10 18 3.22 1000
150 V T55V157M6R3C0055 94.5 10 55 1.84 1000
150 V T55V157M6R3C0045 94.5 10 45 2.03 1000
150 V T55V157M6R3C0040 94.5 10 40 2.16 1000
150 V T55V157M6R3C0035 94.5 10 35 2.31 1000
150 V T55V157M6R3C0025 94.5 10 25 2.73 1000
150 V T55V157M6R3C0018 94.5 10 18 3.22 1000
220 B T55B227M6R3C0200 138.6 8 200 0.80 1000
220 B T55B227M6R3C0070 138.6 8 70 1.36 1000
220 B T55B227M6R3C0045 138.6 8 45 1.69 1000
220 B T55B227M6R3C0035 138.6 8 35 1.93 1000
220 B T55B227M6R3C0025 138.6 8 25 2.28 1000
220 Z T55Z227M6R3C0025 138.6 10 25 2.73 1000
220 Z T55Z227M6R3C0018 138.6 10 18 3.22 1000
220 V T55V227M6R3C0050 138.6 10 50 1.93 1000
220 V T55V227M6R3C0045 138.6 10 45 2.03 1000
220 V T55V227M6R3C0040 138.6 10 40 2.16 1000
220 V T55V227M6R3C0035 138.6 10 35 2.31 1000
220 V T55V227M6R3C0025 138.6 10 25 2.73 1000
220 V T55V227M6R3C0018 138.6 10 18 3.22 1000
220 V T55V227M6R3C0015 138.6 10 15 3.53 1000
220 D T55D227M6R3C0055 138.6 10 55 2.02 1000
220 D T55D227M6R3C0050 138.6 10 50 2.12 1000
220 D T55D227M6R3C0040 138.6 10 40 2.37 1000
220 D T55D227M6R3C0035 138.6 10 35 2.53 1000
220 D T55D227M6R3C0025 138.6 10 25 3.00 1000
220 D T55D227M6R3C0008 138.6 10 8 5.30 1000
220 D T55D227M6R3C0007 138.6 10 7 5.66 1000
330 Z⑴ T55Z337M6R3C0025 207.9 10 25 2.73 1000
330 V T55V337M6R3C0050 207.9 10 50 1.93 1000
330 V T55V337M6R3C0045 207.9 10 45 2.03 1000
330 V T55V337M6R3C0040 207.9 10 40 2.16 1000
330 V T55V337M6R3C0025 207.9 10 25 2.73 1000
330 V T55V337M6R3C0018 207.9 10 18 3.22 1000
330 V T55V337M6R3C0015 207.9 10 15 3.53 1000

注
• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
⑴开发中的额定值，请与工厂联系供货情况
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大DCL 25
°C
(μA)

最大DF 25 °C
120 Hz
(%)

最大ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ)

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温
负荷，时间

(h)

6.3 VDCAT+105 °C
330 D T55D337M6R3C0055 207.9 10 55 2.02 1000
330 D T55D337M6R3C0050 207.9 10 50 2.12 1000
330 D T55D337M6R3C0045 207.9 10 45 2.23 1000
330 D T55D337M6R3C0040 207.9 10 40 2.37 1000
330 D T55D337M6R3C0025 207.9 10 25 3.00 1000
330 D T55D337M6R3C0018 207.9 10 18 3.53 1000
330 D T55D337M6R3C0015 207.9 10 15 3.87 1000
330 D T55D337M6R3C0012 207.9 10 12 4.33 1000
330 D T55D337M6R3C0008 207.9 10 8 5.30 1000
330 D T55D337M6R3C0007 207.9 10 7 5.66 1000
330 D⑴ T55D337M6R3C0006 207.9 10 6 6.12 1000
470 Z⑴ T55Z477M6R3C0050 296.1 10 50 1.93 1000
470 V T55V477M6R3C0055 296.1 10 55 1.84 1000
470 V T55V477M6R3C0050 296.1 10 50 1.93 1000
470 D T55D477M6R3C0030 296.1 10 30 2.73 1000
470 D T55D477M6R3C0025 296.1 10 25 3.00 1000
470 D T55D477M6R3C0018 296.1 10 18 3.53 1000
470 D T55D477M6R3C0015 296.1 10 15 3.87 1000
470 D T55D477M6R3C0008 296.1 10 8 5.30 1000
470 D T55D477M6R3C0007 296.1 10 7 5.66 1000
470 D⑴ T55D477M6R3C0006 296.1 10 6 6.12 1000

7 VDCAT+105 °C
100 A T55A107M007C0070 70.0 10 70 1.28 1000

10 VDCAT+105 °C
3.3 J T55J335M010C0500 10.0 10 500 0.32 1000
3.3 P T55P335M010C0500 5.0 10 500 0.36 1000
4.7 P T55P475M010C0500 10.0 10 500 0.36 1000
4.7 P T55P475M010C0200 10.0 10 200 0.56 1000
4.7 A T55A475M010C0500 4.7 10 500 0.48 1000
4.7 A T55A475M010C0300 4.7 10 300 0.61 1000
4.7 A T55A475M010C0200 4.7 10 200 0.76 1000
6.8 A T55A685M010C0500 6.8 10 500 0.48 1000
6.8 A T55A685M010C0300 6.8 10 300 0.61 1000
6.8 A T55A685M010C0200 6.8 10 200 0.76 1000
10 A T55A106M010C0500 10.0 10 500 0.48 1000
10 A T55A106M010C0300 10.0 10 300 0.61 1000
10 A T55A106M010C0200 10.0 10 200 0.76 1000
15 A T55A156M010C0500 15.0 10 500 0.48 1000
15 A T55A156M010C0200 15.0 10 200 0.76 1000
22 A T55A226M010C0500 22.0 10 500 0.48 1000
22 A T55A226M010C0200 22.0 10 200 0.76 1000
22 T T55T226M010C0200 22.0 10 200 0.72 1000
22 T T55T226M010C0150 22.0 10 150 0.84 1000
22 T T55T226M010C0070 22.0 10 70 1.22 1000
22 B T55B226M010C0300 22.0 8 300 0.66 1000
22 B T55B226M010C0200 22.0 8 200 0.81 1000
22 B T55B226M010C0150 22.0 8 150 0.93 1000
22 B T55B226M010C0070 22.0 8 70 1.36 1000
33 A T55A336M010C0500 33.0 10 500 0.48 1000
33 A T55A336M010C0200 33.0 10 200 0.76 1000
33 A T55A336M010C0150 33.0 10 150 0.88 1000
33 A T55A336M010C0070 33.0 10 70 1.28 1000
33 T T55T336M010C0200 33.0 10 200 0.72 1000
33 T T55T336M010C0150 33.0 10 150 0.84 1000
33 T T55T336M010C0080 33.0 10 80 1.14 1000
33 T T55T336M010C0070 33.0 10 70 1.22 1000
33 T T55T336M010C0040 33.0 8 40 1.62 1000

注
• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
⑴开发中的额定值，请与工厂联系供货情况

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
http://www.vishay.com/doc?91000
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大DCL 25
°C
(μA)

最大DF 25
°C

120 Hz
(%)

最大ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ)

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温
负荷，时间

(h)

10 VDCAJ+105 °C
33 B T55B336M010C0200 33.0 8 200 0.81 1000
33 B T55B336M010C0150 33.0 8 150 0.93 1000
33 B T55B336M010C0080 33.0 8 80 1.27 1000
33 B T55B336M010C0070 33.0 8 70 1.36 1000
47 B T55B476M010C0150 47.0 8 150 0.93 1000
47 B T55B476M010C0070 47.0 8 70 1.36 1000
68 V T55V686M010C0100 68.0 10 100 1.36 1000
68 V T55V686M010C0060 68.0 10 60 1.76 1000
100 Z T55Z107M010C0045 100.0 10 45 2.03 1000
100 Z T55Z107M010C0025 100.0 10 25 2.73 1000
100 V T55V107M010C0045 100.0 10 45 2.03 1000
100 D T55D107M010C0080 100.0 10 80 1.67 1000
100 D T55D107M010C0055 100.0 10 55 2.02 1000
100 D T55D107M010C0045 100.0 10 45 2.23 1000
100 D T55D107M010C0025 100.0 10 25 3.00 1000
100 D T55D107M010C0018 100.0 10 18 3.53 1000
150 Z⑴ T55Z157M010C0025 150.0 10 25 2.73 1000
150 V T55V157M010C0055 150.0 10 55 1.84 1000
150 V T55V157M010C0045 150.0 10 45 2.03 1000
150 V T55V157M010C0040 150.0 10 40 2.16 1000
150 V T55V157M010C0025 150.0 10 25 2.73 1000
150 V T55V157M010C0015 150.0 10 15 3.53 1000
150 D T55D157M010C0040 150.0 10 40 2.37 1000
220 Z⑴ T55Z227M010C0025 220.0 10 25 2.73 1000
220 V T55V227M010C0050 220.0 10 50 1.93 1000
220 V T55V227M010C0045 220.0 10 45 2.03 1000
220 V T55V227M010C0040 220.0 10 40 2.16 1000
220 V T55V227M010C0025 220.0 10 25 2.73 1000
220 V T55V227M010C0018 220.0 10 18 3.22 1000
220 D T55D227M010C0055 220.0 10 55 2.02 1000
220 D T55D227M010C0050 220.0 10 50 2.12 1000
220 D T55D227M010C0040 220.0 10 40 2.37 1000
220 D T55D227M010C0025 220.0 10 25 3.00 1000
220 D T55D227M010C0018 220.0 10 18 3.53 1000
220 D T55D227M010C0008 220.0 10 8 5.30 1000
220 D T55D227M010C0007 220.0 10 7 5.66 1000
220 D⑴ T55D227M010C0006 220.0 10 6 6.12 1000
330 D T55D337M010C0040 330.0 10 40 2.37 1000
330 D T55D337M010C0035 330.0 10 35 2.53 1000
330 D T55D337M010C0025 330.0 10 25 3.00 1000
330 D T55D337M010C0018 330.0 10 18 3.53 1000
330 D T55D337M010C0008 330.0 10 8 5.30 1000
330 D T55D337M010C0007 330.0 10 7 5.66 1000
330 D⑴ T55D337M010C0006 330.0 10 6 6.12 1000

12.5 VDCAJ+105 °C
15 T T55T156M12RC0080 18.7 8 80 1.14 1000

16 VDCAJ+105 °C
6.8 B T55B685M016C0200 10.8 8 200 0.80 1000
10 B T55B106M016C0200 16.0 8 200 0.80 1000
10 B T55B106M016C0100 16.0 8 100 1.14 2000
15 B T55B156M016C0150 24.0 8 150 0.93 1000
15 B T55B156M016C0090 24.0 8 90 1.20 2000
22 B T55B226M016C0150 35.2 8 150 0.93 1000
22 B T55B226M016C0070 35.2 8 70 1.36 1000
33 V T55V336M016C0070 52.8 10 70 1.63 2000

注
• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
⑴开发中的额定值，请与工厂联系供货情况

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
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标准额定值

电容
(μF) 外形编码 部件编号

最大DCL 25
°C
(μA)

最大DF 25 °C
120 Hz
(%)

最大ESR
+ 25 °C
100 kHz
(mΩ

最大纹波
45 °C

100 kHz IRMS
(A)

高温
负荷，时间

(h)

16 VDCAJ+105 °C
47 Z T55Z476M016C0045 75.2 10 45 2.03 1000
47 V T55V476M016C0070 75.2 10 70 1.63 1000
47 V T55V476M016C0045 75. 10 45 2.03 2000
47 D T55D476M016C0070 75.2 10 70 1.79 1000
100 Z T55Z107M016C0050 160.0 10 50 1.93 1000
100 V T55V107M016C0050 160.0 10 50 1.93 2000
100 D T55D107M016C0050 160.0 10 50 2.12 1000
150 D T55D157M016C0050 240.0 10 50 2.12 1000
150 D T55D157M016C0040 240.0 10 40 2.37 1000

20 VDCAJ+105 °C
15 B T55B156M020C0090 30.0 8 90 1.20 2000
15 B T55B156M020C0070 30.0 8 70 1.36 1000
47 Z T55Z476M020C0070 94.0 10 70 1.63 1000
47 V T55V476M020C0045 94.0 10 45 2.03 1000
100 D T55D107M020C0055 200.0 10 55 2.02 1000

25 VDCAJ+105 °C
6.8 B T55B685M025C0100 17.0 8 100 1.14 1000
10 B T55B106M025C0150 25.0 8 150 0.93 1000
10 B T55B106M025C0100 25.0 8 100 1.14 1000
15 B T55B156M025C0100 37.5 8 100 1.14 2000
33 Z T55Z336M025C0050 82.5 10 50 1.93 1000
33 V T55V336M025C0050 82.5 10 50 1.93 1000
33 D T55D336M025C0060 82.5 10 60 1.93 1000
100 D T55D107M025C0060 250.0 10 60 1.93 1000

35 VDCAJ+105 °C
6.8 B T55B685M035C0200 23.8 8 200 0.81 1000
10 B T55B106M035C0200 35.0 8 200 0.80 1000
15 V T55V156M035C0125 52.5 10 125 1.22 1000
22 Z T55Z226M035C0070 77.0 10 70 1.63 1000
22 V T55V226M035C0070 77.0 10 70 1.63 1000
22 D T55D226M035C0120 77.0 10 120 1.36 1000
33 D T55D336M035C0100 115.5 10 100 1.50 1000

50 VDCAJ+105 °C
10 D T55D106M050C0120 50.0 10 120 1.36 1000
10 D T55D106M050C0090 50.0 10 90 1.58 1000

63 VDCAJ+105 °C
4.7 D T55D475M063C0100 29.6 10 100 1.50 1000

注
• 端接代码“C”: 外壳 J, P: 100 %纯锡，外壳A: 100 %纯锡或镍/钯/金，外壳T, B, Z, V, D: 镍/钯/金
⑴开发中的额定值，请与工厂联系供货情况

http://www.vishay.com/
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建议电压降额参考

电容额定电压 工作电压

2.5 2.3

4.0 3.6

6.3 5.7

7.0 6.3

10 9.0

12.5 11.2

16 12.8

20 16

25 20

35 28

50 40

63 50

功率耗散

外形编码 最大允许功率耗散 (W)， +45 °C空气流动环境下

J 0.050

P 0.064

A 0.115

T 0.105

B 0.130

Z 0.187

V 0.187

D 0.225

标准包装数量

外形编码 7"卷盘件数

J 4000

P 3000

A 2000

T 3000

B 2000

Z 800

V 800

D 500

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
http://www.vishay.com/doc?91000
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性能特点

项目 条件 测试后性能

温度特性 测量每一级

规定特性

规定

初始值
-55 °C +105 °C

容量变化 - -30 %至 0 % 0 %至+50 %

标准额定值表显示的

耗散因数或以下 8至 10 14 -

漏电流

参见标准
额定值表 -

不得大于
1 CV或 30 μA
以较大值为准

浪涌电压

105 °C,串联 1 k电阻，以 30秒导通，30秒关闭的速
率连续测试 1000个周期；测试电压参见下表： 容量变化 初始值± 20 %以内

额定
电压

2.5 4.0 6.3 7.0 10 12.5 16 20 25 35 50 63 耗散因数 初始极限以内

浪涌
电压

3.2 5.2 8.2 9.0 13 16.2 20 23 29 40 57 72 漏电流 不得超过初始极限 300 %

焊锡
耐热性

回流焊板面峰值温度:

时间: 5秒最大值

容量变化 初始值± 20 %以内

耗散因数 初始规定值或以下

漏电流 不得超过初始规定值 300 %

耐潮湿
无负荷 60°C，相对湿度 90 %条件下放置 500小时

容量变化

VR 4 V 相对于测试前的值
+50 %至-20 %

VR  6.3 V 相对于测试前的值
+40 %至-20 %

耗散因数 初始规定值或以下

漏电流 不得超过初始规定值 300 %

高温负荷 105 °C。经 3 保护电阻加额定电压 1000小时或
2000小时(1)

容量变化 初始值± 20 %以内

耗散因数 初始规定值或以下

漏电流 不得超过初始规定值 300 %

热冲击

-55 °C、正常温度、105 °C
和正常温度放置 30分钟、15分钟。
30分钟，及 15分钟。
这种操作重复进行 5次。

容量变化 初始值± 20 %以内或以下

耗散因数 初始规定值或以下

漏电流 不得超过初始规定值 300 %

故障率
105 °C。经 1 /V保护电阻加额定电压。 1 % / 1000 h

低于 260 °C

注

• 测试条件根据 JIS C5101-1
(1) 测试时间，请参阅“标准额定值”表

http://www.vishay.com/
mailto:polytech@vishay.com
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聚合物阴极片式固体钽电解电容器指南

简介

钽电解电容器是体积效率、稳定电气参数、高可靠性和长使
用寿命为主要应用考虑因素的首选。钽/氧化钽/二氧化锰系
统稳定性和耐高温性使固体钽电容器特别适合采用当今表面
贴装技术。

Vishay Sprague一直是该领域的先驱和领导者，为消费、工
业、汽车、军事和航空航天电子应用生产各种各样的钽电容
器。

钽不是纯净状态。相反，它通常存在于大量氧化矿物中，往
往与钶矿石混杂在一起。当钽含量在成分中超过一半时，这
种混合物称为“钽铁矿”。钽铁矿的重要来源包括澳大利亚、
巴西、加拿大、中国和几个非洲国家。泰国、马来西亚和巴
西锡渣生产的合成钽铁精矿也是生产钽的重要原料。

电子应用，特别是电容器，占世界钽产量的最大份额。钽的
其他重要应用包括切削工具 (碳化钽)、高温合金、化学加工
设备、医用植入设备和军用弹药。

Vishay Sprague是钽材料的主要用户，包括用于电容器元件
的粉末和线材，以及用于高温真空加工的棒材和片材。

钽电容器基础知识

大多数无保护的金属会形成结晶氧化物，例如，铁上的铁锈
或铜上的黑色氧化物。少量金属形成致密、稳定、紧密粘附
的电绝缘氧化物。这些称作“阀”金属，包括钛、锆、铌、
钽、铪和铝。其中，只有少数金属可以通过电化学方法精确
控制氧化物厚度。而在这些材料中，对电子行业最有价值的
是铝和钽。

从收音机和电视机到导弹控制和汽车点火，电容器是各种电
气设备的基础。它们的功能是储存电荷供之后使用。

电容器由两个导电面组成，通常是金属板，其作用是导电。
金属板之间用绝缘材料或电介质隔开。所有钽电解电容器使
用的电介质是五氧化二钽。

五氧化二钽化合物具有高介电强度和高介电常数。制造电容
器时，通过电解处理将五氧化二钽薄膜涂复在电极上。薄膜
以各种厚度和各种电压涂复，虽然开始时是透明的，但随着
光线折射呈现出不同颜色。各种类型钽电容器的钽电极都有
这样的颜色。

对于额定值，钽电容器的电容/体积效率往往比铝电解电容器
高三倍。其他类型电容器的电容/体积效率近似值可通过下表
推断，表中显示每类电容器所用材料的介电常数范围。注意，
五氧化二钽的介电常数为 26，是氧化铝的三倍左右。除前面
提到的电解过程沉积一层极薄的膜之外，这使钽电容器单位
体积容积效率非常高。任何电容器的电容量由两个导电板表
面积、板间距离以及板间绝缘材料的介电常数决定。

电容器
介电常数对比

电介质
e

介电常数

空气或真空 1.0
纸 2.0~6.0
塑料 2.1~6.0
矿物油 2.2~2.3
硅油 2.7~2.8
石英 3.8~4.4
玻璃 4.8~8.0
瓷 5.1~5.9
云母 5.4~8.7
氧化铝 8.4
五氧化二钽 26
陶瓷 12~400K

在钽电解电容器中，极板之间的距离非常小，仅是五氧化二
钽薄膜的厚度。由于五氧化二钽介电常数很高，如果极板面
积很大，钽电容的电容量会很高：


式中

C = 电容

e = 介电常数

A = 电介质表面积

t = 电介质厚度

钽电解电容器含有液体或固体电解质。固体电解质电容器中，

干燥材料 (二氧化锰) 形成阴极板。钽引线嵌入或焊在压片上，
压片连接端子或引线。附图详细显示本目录中各种表面贴装
钽电解电容器的结构。
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聚合物固体钽电解电容器

聚合物固体电解电容器采用烧结钽片作为阳极。阳极整个表面形成五氧化二钽介质层，然后注入高导电聚合物作为阴极系统。

导电聚合物层涂石墨，然后再涂一层金属银，在电容器元件与外部端子 (引线框架或其他) 之间形成导电面。

模塑片式聚合物钽电解电容器的元件包裹在塑料树脂中，例如环氧树脂材料。组装后，电容器进行测试和检查，以确保长期使用

寿命和可靠性，在电子设备的各种应用中具有出色的可靠性和高稳定性。采用导电聚合物阴极系统可以保证非常低的等效串联电

阻 (ESR)，使电容器特别适用于高频应用。

聚合物阴极钽电解电容器 T55 型

聚合物阴极钽电解电容器 T58 型
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聚合物阴极钽电解电容器 T52 型

聚合物阴极钽电解电容器 T54/T59 型
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聚合物电容器-模塑外壳

系列 T55

产品图像

类型 VPolyTanTM模塑外壳高性能聚合物电容器

特点 高性能

湿度范围 -55 °C至+105 °C
电容范围 3.3 μF至1000 μF
电压范围 2.5 V至63 V
电容公差 ± 20 %
漏电流 0.1 CV
耗散因数 8 %至 10 %
ESR 12 m至 500 m
外形编码 J, P, A, T, B, Z, V, D

端接涂层
外壳 J, P: 100 %纯锡

外壳 A: 100 %纯锡或镍/钯/金
外壳 T, B, Z, V, D:镍/钯/金

聚合物电容器-无引线框模塑外壳
系列 T52 T58 T59 T54

产品图像

型号

vPolyTanTM聚合物表面贴
装片式电容器，扁平式，无

引线框模塑型

vPolyTanTM聚合物表面贴装
片式电容器，紧凑式，无引

线框模塑型

vPolyTanTM聚合物表面贴
装片式电容器，低 ESR，无

引线框模塑型

vPolyTanTM聚合物表面贴
装片式电容器，低 ESR，无
引线框模塑型，高可靠性商

用现货 (COTS)

特点 扁平 小型外壳 多阳极 高可靠性 COTS,多阳极

湿度范围 -55 °C至+105 °C -55 °C至+105 °C -55 °C至+105 °C -55 °C至+125 °C

电容范围 47 μF至1500 μF 1 μF至330 μF 15 μF至470 μF 15 μF至470 μF

电压范围 6.3 V至35 V 6.3 V至35 V 16 V至75 V 16 V至75 V
电容公差 ± 20 % ± 20 % ± 10 %, ± 20 % ± 20 %

漏电流 0.1 CV

耗散因数 10 % 8 %至 14 % 10 % 10 %

ESR 25 m至 55 m 50 m至 500 m 25 m至 150 m 25 m至 150 m

外形编码 E1, E5, M1 MM, M0, W0, W9,
A0, AA, B0, BB EE EE

端接 100 %纯锡 100 %纯锡/引线
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模塑电容器, T55型

塑料带盘包装尺寸单位毫米

载带宽度 8 12
A + 0 / - 3 Ø 180
B + 1 / 0 Ø 60
C ± 0.2 Ø 13
D ± 0.5 Ø 21
E ± 0.5 2.0
W ± 0.3 9.0 13.0

注

• 卷盘直径也可采用 330毫米

塑料带尺寸单位毫米

外形编码 A ± 0.2 B ± 0.2 W ± 0.3 F ± 0.1 E ± 0.1 P1 ± 0.1 T 最大

J 1.0 1.8 8.0 3.5 1.75 4.0 1.3
P 1.4 2.2 8.0 3.5 1.75 4.0 1.6
A 1.9 3.5 8.0 3.5 1.75 4.0 2.5
T 3.1 3.8 8.0 3.5 1.75 4.0 1.7
B 3.1 3.8 8.0 3.5 1.75 4.0 2.5
Z 4.8 7.7 12.0 5.5 1.75 8.0 2.6
V 4.8 7.7 12.0 5.5 1.75 8.0 2.6
D 4.8 7.7 12.0 5.5 1.75 8.0 3.4

注

• 卷盘直径也可采用 330毫米
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无引线框模塑电容器, 所有型号

塑料带盘包装单位英寸[毫米]

注

• 以公制尺寸为准。英寸单位尺寸为近似值，仅供参考。
(1) A0, B0, K0 由端子顶部自元件主体延伸最大尺寸和/或元件主体尺寸确定。端子或元件主体顶部与腔体侧面和深度之间的间隙 (A0, B0, K0)必须

在 0.002" (0.05 mm)最小值和 0.020" (0.50 mm)最大值之间。允许间隙还必须防止元件在腔体内旋转超过 20°。
(2) 元件料带绕过半径“R”不受损坏。最小拖尾长度可能需要延长，以便轮毂直径接近 N最小值时，带盘凸起料带半径“R”12 mm最小值。
(3) 该尺寸是自齿孔边缘至凸起腔体之间或腔体边缘载带向外变形处的平坦部分，以较小尺寸为准。
(4) 该尺寸是自齿孔相对载带边缘到凸起腔体之间或腔体边缘载带向外变形处的平坦部分，以较小尺寸为准。
(5) 凸起孔位置应自控制凸起位置的齿孔测量。凸起位置的尺寸应相互独立。
(6) B1 尺寸仅为进带间隙的参考尺寸。
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载带尺寸单位英寸[毫米]
外形编码 载带尺寸 B1 (最大值) (1) D1 (最小值) F K0 (最大值) P1 W

E1 TBD

E5 TBD

MM (2) 8 mm 0.075 [1.91] 0.02 [0.5] 0.138 [3.5] 0.043 [1.10] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

M1 12 mm 0.32 [8.2] 0.059 [1.5] 0.217 ± 0.002
[5.5 ± 0.05] 0.094 [2.39] 0.315 ± 0.04

[8.0 ± 1.0]
0.472 + 0.012 / - 0.004
[12.0 + 0.3 / - 0.10]

W9 8 mm 0.126 [3.20] 0.030 [0.75] 0.138 [3.5] 0.045 [1.15] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

W0 8 mm 0.126 [3.20] 0.030 [0.75] 0.138 [3.5] 0.045 [1.15] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

A0 8 mm - 0.02 [0.5] 0.138 [3.5] 0.049 [1.25] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

AA 8 mm 0.154 [3.90] 0.039 [1.0] 0.138 [3.5] 0.079 [2.00] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

B0 12 mm 0.181 [4.61] 0.059 [1.5] 0.217 [5.5] 0.049 [1.25] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

BB 8 mm 0.157 [4.0] 0.039 [1.0] 0.138 [3.5] 0.087 [2.22] 0.157 [4.0] 0.315 [8.0]

EE 12 mm 0.32 [8.2] 0.059 [1.5] 0.217 ± 0.002
[5.5 ± 0.05] 0.175 [4.44] 0.315 ± 0.04

[8.0 ±1.0]
0.472 + 0.012 / - 0.004
[12.0 + 0.3 / - 0.10]

注
(1) 仅供参考。
(2) MM外壳标准包装为纸带。塑料带可根据要求提供。

纸带盘包装尺寸单位英寸[毫米]

外壳
尺寸

载带
尺寸

A0 B0 D0 P0 P1 P2 E F W T

MM 8mm 0.041 ± 0.002
[1.05 ± 0.05]

0.071 ± 0.002
[1.8 ± 0.05]

0.06 ± 0.004
[1.5 ± 0.1]

0.157 ± 0.004
[4.0 ± 0.1]

0.157 ± 0.004
[4.0 ± 0.1]

0.079 ± 0.002
[2.0 ± 0.05]

0.069 ± 0.004
[1.75 ± 0.1]

0.0138 ± 0.002
[3.5 ± 0.05]

0.315 ± 0.008
[8.0 ± 0.2]

0.037 ± 0.002
[0.95 ± 0.05]

M0 8mm 0.049 ± 0.002
[1.25 ± 0.05]

0.081 ± 0.002
[2.05 ± 0.05]

0.06 ± 0.004
[1.5 ± 0.1]

0.157 ± 0.004
[4.0 ± 0.1]

0.157 ± 0.004
[4.0 ± 0.1]

0.079 ± 0.002
[2.0 ± 0.05]

0.069 ± 0.004
[1.75 ± 0.1]

0.0138 ± 0.002
[3.5 ± 0.05]

0.315 ± 0.008
[8.0 ± 0.2]

0.041 ± 0.002
[1.05 ± 0.05]

注
(1) A0, B0 由端子顶部自元件主体延伸最大尺寸和/或元件主体尺寸确定。端子或元件主体顶部与腔体侧面和深度之间的间隙 (A0, B0) 必须在

0.002" (0.05 mm)最小值和 0.020" (0.50 mm)最大值之间。允许间隙还必须防止元件在腔体内旋转超过 20°。
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包装和储存

聚合物电容器符合 IPC /JEDEC®J-STD-020规定的 3或 4级潮湿敏感等级 (MSL)，并按 J-STD-033规定包装在干燥的防潮袋

(MBB) 中。标准额定值表规定每个特定系列的 MSL级别。3级规定车间寿命 (袋外) 为 168小时，4级规定最高 30°C，相对湿

度 (RH) 60%的车间寿命为 72小时。未使用的电容器应重新密封在含有新鲜干燥剂 MBB袋中。包装袋中含有确保干燥的防潮条

(湿度指示卡)。为去除多余水分，电容器可在 40°C湿度下烘干 (标准“干燥箱”条件)。

有关详细建议，请参阅 J-STD-033。

建议回流焊温度曲线

根据 J-STD-020，Vishay建议回流焊不超过 3个循环。

产品特点 锡铅共晶组装 无铅 (Pb) 组装

预热和浸润

湿度最小值 (TSmin.) 100 °C 150 °C
湿度最大值 (TSmax.) 150 °C 200 °C
起始时间 (tS) (TSmin.至 TSmax.) 60 s至 120 s 60 s至 120 s
升温

升温速度 (TL至Tp) 3 °C/s最大值

液相线温度 (TL) 183 °C 217 °C
维持 TL以上的时间 (tL) 60 s至 150 s
封装主体峰值温度 (Tp) 最大值 取决于型号和外壳 – 见下表

最大峰值温度 5 °C以内的时间 (tp) 20 s 5 s
降温

降温速度 (Tp至TL) 6 °C/s最大值

25 °C至峰值温度的时间 6分钟最大值 8分钟最大值

封装主体峰值温度 (Tp) 最大值

型号 外形编码
封装主体峰值温度 (TP)最大值

锡铅共晶组装 无铅(Pb)组装

T55 J, P, A, T, B, Z, V, D
不适用

260 °C
T52 E1, E5, M1 260 °C
T58 MM, M0, W9, W0, A0, AA, B0, BB 260 °C
T59 EE 220 °C 250 °C
T54 EE 220 °C 250 °C

注

• T52、T55和 T58电容工艺敏感。
JEDEC J-STD-075工艺敏感等级 (PSL)：R4G

• 100 %纯锡端接 T54和 T59电容器工艺敏感
JEDEC J-STD-075工艺敏感等级 (PSL)：R6G
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模塑电容器, T55型

PAD尺寸单位毫米

外壳/尺寸 电容器尺寸 PAD尺寸

L W G (最大值) Z (最小值) X (最小值) Y (参考值)

J 1.6 0.8 0.7 2.5 1.0 0.9

P 2.0 1.25 0.5 2.6 1.2 1.05

A 3.2 1.6 1.1 3.8 1.5 1.35

T / B 3.5 2.8 1.4 4.1 2.7 1.35

Z / V / D 7.3 4.3 4.1 8.2 2.9 2.05

无引线框模塑电容器, 所有型号

PAD尺寸单位英寸[毫米]

系列 外形编码 A (正常值) B (最小值) C (正常值) D (最小值)

T52
E1 / E5 0.094 [2.40] 0.073 [1.85] 0.187 [4.75] 0.333 [8.45]

M1 0.161 [4.10] 0.073 [1.85] 0.187 [4.75] 0.333 [8.45]

T58

MM, M0 0.024 [0.61] 0.027 [0.70] 0.025 [0.64] 0.080 [2.03]

W0, W9 0.035 [0.89] 0.029 [0.74] 0.041 [1.05] 0.099 [2.52]

AA, A0, A2 0.047 [1.19] 0.042 [1.06] 0.065 [1.65] 0.148 [3.76]

BB, B0 0.094 [2.39] 0.044 [1.11] 0.072 [1.82] 0.159 [4.03]

T59 / T54 EE 0.209 [5.30] 0.098 [2.50] 0.169 [4.30] 0.366 [9.30]
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最大纹波电流温度降额系数

 45 °C 1.0

55 °C 0.8

85 °C 0.6

105 °C 0.4

应用指南

1. AC纹波电流: 最大允许纹波电流由以下公式确定：

式中，

P = 产品数据手册表格W一栏+45 °C条件下的功
耗。

RESR = 电容器规定频率的等效串联电阻。

2. AC纹波电压: 最大允许纹波电压由以下公式确定：

或公式：

式中，

P = 产品数据手册表格W一栏+45 °C条件下的功
耗。

RESR = 电容器规定频率的等效串联电阻。

Z = 电容器规定频率的阻抗。

2.1 钽电解电容器必须在工作电压和纹波电压峰值之和不
超过额定电压的条件下使用，如下图所示。

3. 温度降额: 功耗受安装表面散热能力的影响。如果这
类电容器需要在+ 45°C以上的温度条件下工作，则允
许的纹波电流或 (电压) 应使用降额系数计算，如下表
所示：

4. 反向电压:电容器不得用于施加反向电压。但是，它们
能够承受瞬时反向峰值电压，这种情况下不得超过以
下值：

25 °C:额定电压的 10 %或 1 V，以较小的值为准。

85 °C:额定电压的 5 %或 0.5 V，以较小的值为准。

105 °C: 额定电压的 3 %或 0.3 V，以较小的值为准。

5. 安装注意事项:

5.1 使用贴片机安装时作用于电容器上的极限压力:使用吸
嘴、定心镊子或类似装置时，端面直径1.5 mm的工具施
加在电容器上的压力不得超过4.9N (最大允许加压时间：
5秒)。吸嘴位置设定过低不仅造成电容器承受过大压
力，而且会导致电容器和其他元件错位，电路板布线
中断和/或电路板断裂，特别是当电容器与其他高度为
1 mm或以下的芯片一起固定时。

5.2 助焊剂选择

5.2.1 选择含有最少氯和胺成分的助焊剂。

5.2.2 使用助焊剂之后，必须去除助焊剂中的氯和胺。

5.3 安装后清洁:安装后可使用以下溶剂清洁电容器。切勿
使用高活性溶剂。

 卤素有机溶剂 (HCFC225等)

 酒精溶剂 (IPA、乙醇等)

 石油溶剂、碱皂剂、水等

电路板清洁必须在不高于 50°C的温度下进行，浸泡
时间不得超过 30分钟。使用超声波方法清洁时，频率
不得高于 48kHz，振动器输出 0.02W / cm，温度在
40 °C以下，时间不超过 5分钟。

注

 清洁过程中必须小心，避免安装的电容器与任何清洁
过的物体或类似物体接触，或避免用硬刷之类工具清
理电容器。采用超声波方法清洁时，如果不采取这种
预防措施，可能造成端接断裂。

 在上述条件以外的情况下进行超声波清洁时，请提前
进行充分检查。
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